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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung einer vergrabenen Bitleitung fur 
einen Halbleiterspeicher . 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer vergrabenen Bitleitung fur einen SONOS-Speicher , 
bei dem zwischen der vergrabenen Bitleitung und der Gate- 
Elektrode ein isolierender Oxidbereich ausgebildet wird. 

Bei SONOS-Speichern, insbesondere bei NROM-Speichern (zum 
Beispiel US 5,768,192, US 6,011,725 und WO 99/60631), werden 
vergrabene Bitleitungen in Halbleitermaterial hergestellt, 
indem das Material durch Einbringen von Dotierstoff elek- 
trisch leitend dotiert wird. Anteile dieser Bitleitungen bil- 
den gleichzeitig die Source- /Drain-Bereiche der Transistoren 
der einzelnen Speicherzellen . Angrenzend an die vergrabenen 
Bitleitungen sind daher die Kanalbereiche vorhanden, auf de- 
nen ein Gate-Dielektrikum aufgebracht ist, auf dem die jewei- 
lige Gate-Elektrode angeordnet ist. Mit den Gate-Elektroden 
verbunden sind die Wortleitungen, die quer zu den vergrabenen 
Bitleitungen und davon elektrisch isoliert liber den Bitlei- 
tungen verlaufen. Urn die kapazitive Kopplung zwischen den 
vergrabenen Bitleitungen und den Wortleitungen bzw. den je- 
weils benachbarten Gate-Elektroden moglichst gering zu hal- 
ten, muss der jeweilige Oxidbereich iiber der Bitleitung aus- 
reichend dick sein und selbst justiert zu der Bitleitung ange- 
bracht werden. Gleichzeitig ist es erf orderlich, dafur zu 
sorgen, dass der Rand der unteren Begrenzungsf lache des Sour- 
ce-/Drain-Bereiches bzw. der vergrabenen Bitleitung, die so 
genannte Junction, im richtigen vorgegebenen Abstand zu der 
Gate-Elektrode verlauf t . 

Als Gate-Dielektrikum ist eine Schichtfolge vorhanden, die 
eine fur das Einfangen von Ladungstragern an Source und Drain 
vorgesehene Speicherschicht zwischen Begrenzungsschichten um- 
fasst. Das Material der Begrenzungsschichten besitzt eine ho- 
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here Energiebandlucke als das Material der Speicherschicht , 
so dass die Ladungstrager , die in der Speicherschicht zwi- 
schen den Begrenzungsschichten gefangen sind, dort lokali- 
siert bleiben. 

5 

Als Material fur die Speicherschicht kommt vorzugsweise ein 
Nitrid in Frage; als umgebendes Material ist vorrangig ein 
Oxid geeignet. Bei einer Speicherzelle im Materialsystem von 
Silizium ist die Speicherzelle in diesem Beispiel Siliziumni- 
10 trid mit einer Energiebandlucke von etwa 5 eV, die umgebenden 
Begrenzungsschichten Siliziumoxid mit einer Energiebandlucke 
von etwa 9 eV. Die Speicherschicht kann ein anderes Material 
mit einer kleineren Energiebandlucke als derjenigen der Be- 
grenzungsschichten sein, wobei die Differenz der Energieband- 
15 lucken fur einen guten elektrischen Einschluss der Ladungs- 
trager (confinement) moglichst groS sein soil. In Verbindung 
mit Siliziumoxid kann z. B. Tantaloxid (im Fall stochiometri- 
scher Zusammenset zung Ta 2 0 5 ) , Hafniumoxid (im Fall stochio- 
metrischer Zusammenset zung Hf0 2 ) , Haf niumsilikat , Titanoxid 
20 (im Fall stochiometrischer Zusammenset zung Ti0 2 ) , Zirkonoxid 
(im Fall stochiometrischer Zusammenset zung Zr0 2 ) , Aluminium- 
oxid (im Fall stochiometrischer Zusammenset zung A1 2 0 3 ) oder 
intrinsisch leitendes (undotiertes) Silizium als Material der 
Speicherschicht eingesetzt werden. Die relative Dielektrizi- 
tatszahl des Materials der Speicherschicht ist vorzugsweise 
groSer als 4. 



Eine derartige Anordnung lasst sich herstellen, indem unter 
Verwendung einer Maske in das Gate-Dielektrikum Offnungen im 

30 Bereich der herzustellenden Bitleitungen geatzt werden und 
anschlieSend Dotierstoff in das Halbleitermaterial einge- 
bracht wird. Eine nachfolgende Oxidation muss so lange ausge- 
fiihrt werden, dass ein ausreichend dicker Oxidbereich uber 
der vergrabenen Bitleitung entsteht . Dabei tritt jedoch das 

3 5 Problem auf, dass infolge der Warmeeinwirkung der Dotierstoff 
aus dem implantierten Bereich ausdif f undiert und zu weit in 
den Bereich unterhalb des Gate-Dielektrikums , d. h. zu weit 
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in die Nahe der auf zubringenden Gate-Elektrode gelangt . Die 
gemaS dem Stand der Technik vorhandenen Schwierigkeiten wer- 
den anhand der beigefugten Figuren 1 und 2 erkennbar, die 
Zwischenprodukte des Herstellungsverf ahrens eines NROM-Spei- 
chers mit den herkommlichen Verf ahrensschritten im Quer- 
schnitt darstellen . 

Auf einem Halbleiterkorper 1 oder Substrat aus Halbleiterma- 
terial sind eine erste Oxidschicht 3, eine Nitridschicht 4 
und eine zweite Oxidschicht 5 ganzflachig ub.ereinander aufge- 
bracht. Diese ONO-Schichtf olge ist als Gate-Dielektrikum vor- 
gesehen. Auf die zweite Oxidschicht 5 wird eine Lackmaske 7 
aufgebracht, mit deren Hilfe Ofnungen 8 im Bereich der herzu- 
stellenden Bitleitungen ausgeatzt werden. Diese Offnungen 8 
reichen mindestens bis in die erste Oxidschicht 3 hinein. Ein 
allenfalls verbleibender restlicher Schichtanteil der ersten 
Oxidschicht 3 ist hinreichend diinn, so dass Dotierstoff in 
einen Implantationsbereich 9 des Halbleiterkorpers 1 einge- 
bracht werden kann. Dieser Dotierstoff ist zur Ausbildung der 
vergrabenen Bitleitungen vorgesehen. AnschlieSend erfolgt ein 
Oxidationsschritt , mit dem eine die Implantat ionsbereiche ab- 
deckende Oxidschicht hergestellt wird. 

In der Figur 2 ist das Ergebnis des Oxidat ionsprozesses dar- 
gestellt. Die freien Oberflachen und Rander der Nitridschicht 
4 sind oxidiert . Zwischen den Anteilen der Nitridschicht 4 
befindet sich jeweils ein Oxidbereich 6, der wesentlich dik- 
ker ist als die erste Oxidschicht 3. Dieser Oxidbereich 6 
trennt die hergestellte vergrabene Bitleitung, die durch den 
dotierten Bereich 2 gebildet wird, elektrisch von einer auf 
der zweiten Oxidschicht 5 uber der Nitridschicht 4 aufzubrin- 
genden Gate-Elektrode. Die seitlichen Anteile 20 des dotier- 
ten Bereiches 2 ragen aber infolge der durch den Oxidations- 
prozess verursachten thermischen Diffusion des Dotierstoff es 
bis weit unter den von der Nitridschicht 4 uberdeckten Be- 
reich, so dass die Junctions 21, d. h. die auSeren Rander der 
Grenzflachen der dotierten Bereiche 2, jeweils sehr weit im 
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Innern des von der Nitridschicht 4 iiberdeckten Bereiches lie- 
gen. Der dotierte Bereich 2 reicht daher zu weit in den von 
der Gate -Elekt rode spater iiberdeckten und nicht oberseitig 
durch den Oxidbereich 6 elektrisch isolierten Bereich. Diese 
unerwiinschte Struktur kann nur dadurch vermieden werden, dass 
der vorhergehende Oxidationsprozess kiirzer durchgefiihrt wird, 
Dann kann aber der Oxidbereich 6 nur mit verminderter Dicke 
hergestellt werden, was wiederum eine schlechte Abkopplung 
der vergrabenen Bitleitungen von den dariiberliegenden Wort- 
leitungen nach sich zieht. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur 
Herstellung vergrabener Bitleitungen fur SONOS-Speicher anzu- 
geben, bei dem die Rander der vergrabenen Bitleitungen in 
vorgegebenem Abstand zu den Randern der Gate-Elektroden ange- 
ordnet werden konnen und gleichzeitig eine ausreichend dicke 
Oxidisolation selbst justiert hergestellt werden kann. 

Diese Aufgabe wird mit dem Verfahren mit den Merkmalen des 
Anspruches 1 bzw. mit dem Verfahren mit den Merkmalen des An- 
spruches 2 gelost. Ausgestaltungen ergeben sich aus den ab- 
hangigen Anspruchen. 

Bei dem Verfahren wird die vergrabene Bitleitung unter Ver- 
wendung einer Dotierstoff quelle aus Polysilizium hergestellt, 
die zuvor uber dem fur die vergrabene Bitleitung vorgesehenen 
Bereich aufgebracht wird. Damit wird das AusmaS der Diffusion 
in Grenzen gehalten und das dotierte Polysilizium ist wegen 
der raschen Oxidation besonders geeignet zur Ausbildung der 
isolierenden Oxidbereiche uber den vergrabenen Bitleitungen. 
Ein alternatives Verfahren sieht vor, statt einer fur das Ga- 
te-Dielektrikum vorgesehenen Schichtfolge zunachst nur einen 
Teil dieser Schichtfolge aufzubringen und mit einer dickeren 
Opferschicht auf der Oberseite zu vervollstandigen . Nachdem 
fur die vergrabenen Bitleitungen in den vorgesehenen Berei- 
chen Implantierungen von Dotierstoff erfolgt sind, wird die 
aufgebrachte Schichtfolge so weit ruckgeatzt, dass zwischen 
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den implantierten Bereichen und den restlichen Anteilen der 
Schichtfolge jeweils ein bestimmter vorgegebener Abstand ein- 
gestellt wird. Da somit ein grofierer Anteil der Oberseite des 
Halbleitermateriales freigelegt wird, ergibt sich bei einer 
anschlieSenden Oxidation des Halbleitermateriales ein wesent- 
lich breiterer Oxidbereich iiber den vergrabenen Bitleitungen . 
Der eingebrachte Dotierstoff diffundiert nicht viel weiter 
als bis zum Rand dieses Oxidbereiches und gelangt nicht weit 
unter die restlichen Anteile der fur das Gate-Dielektrikum 
vorgesehenen Schichtfolge. Die schwacher dotierten Randberei- 
che der vergrabenen Bitleitungen werden so von einer dickeren 
Oxidschicht bedeckt, als das mit herkommlichen Verfahren er- 
reicht wird. 

Es folgt eine genauere Beschreibung von Beispielen des Ver- 
fahrens an Hand der beigefiigten Figuren 1 bis 9. 

Die Figuren 1 und 2 zeigen Querschnitte von Zwischenprodukten 
des eingangs erlauterten Verfahrens aus dem Stand der Tech- 
nik. 

Die Figuren 3 bis 6 zeigen Zwischenprodukte einer ersten Va- 
riante des Verfahrens nach verschiedenen Verf ahrensschritten 
im Querschnitt. 

Die Figuren 7 bis 9 zeigen Zwischenprodukte einer alternati- 
ven Variante des Verfahrens nach verschiedenen Verfahrens - 
schritten im Querschnitt. 

Die Figur 3 zeigt im Querschnitt einen Halbleiterkorper 1, 
auf den zunachst eine untere Begrenzungsschicht 3, zum Bei- 
spiel eine erste Oxidschicht, und eine Speicherschicht 4, zum 
Beispiel eine Nitridschicht , aufgebracht worden sind. Es wird 
dann statt der oberen Begrenzungsschicht zunachst eine Opfer- 
schicht 10 aufgebracht, fur die insbesondere ein abgeschiede- 
nes Oxid unter Einsatz von TEOS (Tetraethylorthosilikat ) , DCS 
(Dichlorsilan) , HCS (Hexachlorsilan) oder dergleichen oder 
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ein HDP-Oxid (high density plasma) geeignet ist. In einem 
nachf olgenden Fotolithographieschritt werden dann in dieser 
Schichtfolge Of fnungen im Bereich der herzustellenden vergra- 
benen Bitleitungen hergestellt. Danach wird Polysilizium 11 
5 abgeschieden, mit dem die Of fnungen gefiillt werden. 

GemaS dem Querschnitt der Figur 4 konnen vor dem Abscheiden 
des Polysiliziums 11 zunachst an den Wanden der Of fnungen 8 
Spacer 12 hergestellt werden, um die Grabenweite genau einzu- 
10 stellen. 

> Das Polysilizium 11 wird wahrend der Abscheidung oder an- 

schliefiend elektrisch leitend dotiert, was insbesondere mit 
Arsen als Dotierstoff geschehen kann. Entsprechend der Dar- 

15 stellung der Figur 5 wird das Polysilizium 11 auf einen rest- 
lichen Anteil 13 riickgeatzt. Die Opferschicht 10 wird dann 
entfernt, wobei die Nitridschicht 4 als Atzstoppschicht 
dient . 



2 0 Es wird dann auf der Oberflache der Anordnung die obere Be- 
grenzungsschicht 5, zum Beispiel eine zweite Oxidschicht, 
aufgebracht, so dass sich die in der Figur 6 im Querschnitt 
dargestellte Struktur ergibt . Dazu wird in dem Beispiel vor- 
zugsweise eine Nassoxidation vorgenommen, damit eine obere 
Schichtlage der Nitridschicht mit oxidiert wird. Im Fall ei- 
ner trockenen Oxidation muss die gesamte zweite Oxidschicht 
gesondert aufgebracht werden. In diesem Verf ahrensschritt der 
Oxidation wird der restliche Anteil 13 des Polysiliziums 
starker oxidiert, so dass der relativ dicke Oxidbereich 6 

3 0 entsteht. Der Dotierstoff diffundiert auSerdem aus dem Poly- 
silizium in das Halbleitermaterial des Halbleiterkorpers 1 
und bildet dort den eingezeichneten Dif f usionsbereich 14, der 
eine geringere seitliche Ausdehnung aufweist als ein nach dem 
Stand der Technik hergestellter dotierter Bereich 2, der fur 

35 die vergrabene Bitleitung vorgesehen ist. Vorzugsweise wird 
ein Rest 15 des Polysiliziums liber dem Dif f usionsbereich 14 
stehen gelassen, damit auf den vergrabenen Bitleitungen eine 
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dunne Schicht einer gleichmafeig hohen Dot ierstof f konzent rati- 
on vorhanden ist. In dem Dif f usionsbereich 14 stellt sich 
namlich infolge der Diffusion ein GauS-Profil des Dotierstof - 
fes ein. Fur ein nachf olgendes Aufbringen der Anschlusskon- 
takte iiber den vergrabenen Bitleitungen ist daher ein restli- 
cher Polysiliziumstreif en gleichmafeiger Dotierstof fkonzentra- 
tion von Vorteil. Es ist aber auch moglich, das Polysilizium 
vollstandig auf zuoxidieren . Der Oxidationsprozess kann im 
Prinzip sogar soweit fortgesetzt werden, dass auch ein Anteil 
des Halbleiterkorpers 1 mit oxidiert wird. Die vergrabenen 
Bitleitungen werden dann ausschlieSlich durch den jeweiligen 
Dif fusionsbereich 14 gebildet. Das erste Ausf iihrungsbeispiel 
ist aber aus den genannten Grunden bevorzugt . Ein verbleiben- 
der Polysiliziumstreif en hat auSerdem den Vorteil, dass der 
Bahnwiderstand der Bitleitungen geringer ist. 

Mit diesem Verfahren ist es moglich, die Eigenschaf ten der 
SONOS-Zellen iiber einen weiteren Bereich genau einzustellen . 
Insbesondere bei Verwendung der Spacer 12 gemaS Figur 4 ist 
es moglich, die Position der Junctions der vergrabenen Bit- 
leitung und der Kante der Gate-Elektrode sehr genau zueinan- 
der einzustellen. Unter Einsatz dieses Verfahrens ist es mog- 
lich, den Mafestab der Technologie unter 170 nm zu reduzieren 
(shrinkage) . 

Eine andere Moglichkeit, den Oxidbereich 6 iiber der vergrabe- 
nen Bitleitung ausreichend breit herzustellen, sieht statt 
der Diffusion des Dotierstof fes in die Bitleitung eine late- 
rale Riickatzung der Speicherschicht 4, zum Beispiel der Ni- 
tridschicht, vor. GemaS dem in der Figur 7 dargestellten 
Querschnitt werden auch bei dieser Variante des Verfahrens 
auf den Halbleiterkorper 1 zunachst die untere Begrenzungs- 
schicht 3, zum Beispiel eine erste Oxidschicht, die Speicher- 
schicht 4, zum Beispiel eine Nitridschicht , und die Opfer- 
schicht 10 auf gebracht . Unter Verwendung einer geeigneten Fo- 
tolithographie werden die Offnungen hergestellt, durch die 
hindurch Dot ierstof f zur Ausbildung von Implantationsberei- 
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chen 9 eingebracht wird. Die Offnungen konnen bis auf den 
Halbleiterkorper 1 hinab ausgebildet werden; es kann statt 
dessen eine diinne restliche Schichtlage der unteren Begren- 
zungsschicht 3 wie in der Figur 7 dargestellt auf dem Halb- 
5 leitermaterial gelassen werden. Als Opferschicht ist hier 

ebenfalls ein abgeschiedenes Oxid (TEOS) besonders geeignet. 

Die untere Begrenzungsschicht 3 , die Speicherschicht 4 und 
die Opferschicht 10 werden dann, wie in der Figur 8 darge- 
10 stellt, isotrop ruckgeatzt, so dass in etwa die schragen 

Flanken 16 beidseitig des Implantationsbereiches 9 entstehen. 




Als Atzmittel ist in dem angegebenen Beispiel insbesondere 



eine gepufferte Losung aus HF und Ethylenglykol geeignet, da 
mit diesem Atzmittel das Nitrid der Speicherschicht und das 
15 Oxid etwa gleich stark geatzt werden. Die untere Begrenzungs- 
schicht 3 und die Speicherschicht 4 werden so urn einen Ab- 
stand D von dem Implantationsbereich 9 zuriickgeset zt . 

Die in der Figur 9 im Querschnitt dargestellte Struktur er- 
20 halt man durch eine anschliefeende Oxidation des jetzt frei- 
liegenden Halbleitermateriales an der Oberseite des Halblei- 
terkorpers 1. Wie aus dem in der Figur 9 dargestellten Quer- 
schnitt im Vergleich zu dem entsprechenden Querschnitt der 
Figur 2 hervorgeht, kann mit diesem Verfahren im Unterschied 
-^fts zu dem Stand der Technik ein Oxidbereich 6 hergestellt wer- 
den, der den dotierten Bereich 2 der vergrabenen Bitleitung 
fast auf voller Breite abdeckt, so dass die Junctions 21 des 
dotierten Bereiches 2 allenfalls knapp unter die Rander der 
Speicherschicht 4 reichen. Die seitlichen Anteile 20 des do- 
3 0 tierten Bereiches befinden sich groStenteils unterhalb des 
Oxidbereiches 6. Damit ergibt sich eine bessere elektrische 
Isolation gegeniiber den seitlich des dotierten Bereiches 2 
auf der Oberseite der oberen Begrenzungsschicht 5 aufzubrin- 
genden Gate-Elektroden. Auch mit dieser Variante des Verfah- 
35 rens lasst sich daher die relative Position der Junctions und 
der Kanten der Gate-Elektrode sehr genau in der gewunschten 
Weise einstellen. 



P2002, 0618 



9 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer vergrabenen Bitleitung fur 
einen Halbleiterspeicher, bei dem 

in einem Halbleiterkorper (1) streif enf ormige dotierte Berei- 
che (2) parallel in Abstanden zueinander hergestellt werden, 
die als Bitleitungen und als Source - /Drain -Berei che eines je- 
weiligen Speichertransistors vorgesehen sind, 
lateral zu diesen dotierten Bereichen (2) jeweils eine als 
Gate-Dielektrikum vorgesehene Schichtfolge aus einer unteren 
Begrenzungsschicht (3) , einer Speicherschicht (4) und einer 
oberen Begrenzungsschicht (5) aufgebracht wird und 
jeweils auf der von dem Halbleiterkorper (1) abgewandten Sei- 
te eines dotierten Bereiches (2) ein Oxidbereich (6) ausge- 
bildet wird, der dicker als die untere Begrenzungsschicht (3) 
ist , 

dadurch gekennzeichnet, dass 
vor der Herstellung der oberen Begrenzungsschicht (5) eine 
Opferschicht (10) aus einem gegeniiber dem Material der Spei- 
cherschicht (4) und Polysilizium selektiv atzbaren Material 
auf die Speicherschicht (4) aufgebracht wird, 

unter Verwendung einer Maske (7) Offnungen (8) in der Opfer- 
schicht (10) , der Speicherschicht (4) und der unteren Begren- 
zungsschicht (3) bis auf den Halbleiterkorper (1) reichend 
hergestellt werden, 

dotiertes Polysilizium (11) in die Offnungen (8) eingebracht 
wird, 

die Opferschicht (10) entfernt wird und 

die obere Begrenzungsschicht (5) auf der Speicherschicht (4) 
hergestellt wird und zumindest ein Anteil des Polysiliziums 
oxidiert wird, um den Oxidbereich (6) zu bilden. 

2. Verfahren zur Herstellung einer vergrabenen Bitleitung fur 
einen Halbleiterspeicher, bei dem 

in einem Halbleiterkorper (1) streif enf ormige dotierte Berei- 
che (2) parallel in Abstanden zueinander hergestellt werden, 
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die als Bitleitungen und als Source- /Drain-Bereiche eines je- 
weiligen Speichertransistors vorgesehen sind, 
lateral zu diesen dotierten Bereichen (2) jeweils eine als 
Gate-Dielektrikum vorgesehene Schichtfolge aus einer unteren 
5 Begrenzungsschicht (3) , einer Speicherschicht (4) und einer 
oberen Begrenzungsschicht (5) aufgebracht wird und 
jeweils auf der von dem Halbleiterkorper (1) abgewandten Sei- 
te eines dotierten Bereiches (2) ein Oxidbereich (6) ausge- 
bildet wird, der dicker als die untere Begrenzungsschicht (3) 



Opferschicht (10) auf die Speicherschicht (4) aufgebracht 
wird, 

15 unter Verwendung einer Maske (7) Offnungen (8) in der Opfer- 
schicht (10) , der Speicherschicht (4) und der unteren Begren- 
zungsschicht (3) hergestellt werden, 

durch diese Offnungen (8) Dotierstoff in Implantationsberei - 
che (9) des Halbleiterkorpers (1) eingebracht wird, 

20 seitliche Wande der Offnungen (8) und die Oberseite der Op- 
ferschicht (10) riickgeatzt werden, wobei das Material der Op- 
ferschicht (10) , der Speicherschicht (4) und der unteren Be- 
grenzungsschicht (3) zumindest mit soweit ubereinstimmenden 
Atzraten abgetragen wird, dass glatte Flanken (16) an diesen 

^5 Schichten gebildet werden, 

Reste der Opferschicht (10) selektiv zu dem Material der 
Speicherschicht (4) entfernt werden und 

die obere Begrenzungsschicht (5) auf der Speicherschicht (4) 
hergestellt wird und an einer freien Oberflache des Halblei- 
30 terkorpers (1) jeweils zwischen den Flanken (16) ein Oxidbe- 
reich (6) gebildet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem 

der Oxidationsprozess unter Warmeeinwirkung so lange erfolgt, 
35 bis der in die Implantat ionsbereiche (9) eingebrachte Dotier- 
stoff zu einem von der Speicherschicht (4) iiberdeckten Anteil 
des Halbleiterkorpers (1) diffundiert ist . 
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ist , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

vor der Herstellung der oberen Begrenzungsschicht (5) eine 
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4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei dem 
die Opferschicht (10) als abgeschiedenes Oxid hergestellt 
wird. 

5 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, bei dem 

die Speicherschicht (4) ein Material aus der Gruppe von Sili 
ziumnitrid, Tantaloxid, Hafniumoxid, * Haf niumsilikat , Titan- 
oxid, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und intrinsisch leitendem Si 
10 lizium ist. 

#" 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zur Herstellung einer vergrabenen Bitleitung fur 
einen Halbleiterspeicher . 

Bei dem Verfahren wird die vergrabene Bitleitung als Diffusi- 
onsbereich (14) unter Verwendung einer Dotierstoff quelle aus 
Polysilizium (15) hergestellt, die zuvor iiber dem fur die 
vergrabene Bitleitung vorgesehenen Bereich aufgebracht wird. 
Damit wird das Ausmafi der Diffusion in Grenzen gehalten und 
das dotierte Polysilizium ist wegen der raschen Oxidation be- 
sonders geeignet zur Ausbildung des isolierenden Oxidberei- 
ches (6) iiber der vergrabenen Bitleitung. 



Figur 6 
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Bezugszeichenliste 

1 Halbleiterkorper 

2 dotierter Bereich 

3 untere Begrenzungsschicht 

4 Speicherschicht 

5 obere Begrenzungsschicht 

6 Oxidbereich 

7 Maske 

8 Offnung 

9 Implant at ionsbereich 

10 Opferschicht 

11 Polysilizium 

12 Spacer 

13 restlicher Anteil des Polysiliziums 

14 Diff us ionsbereich 

15 Rest des Polysiliziums 

16 Flanke 

20 seitlicher Anteil des dotierten Bereiches 

21 Junction 
D Abstand 



Stand der Techhik 
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